TEMA 2: Propiedades Fundamentales de los Semiconductores
- Ley de Accién de masas: np = n;2 siendo n;(T)
- Ecuacién de neutralidad: p + N =n + Ny

- Densidad de portadores:

Ny—N Ny — Np\2
p= (%)4_\/(%) +n,2

—(E¢c — Ep)
n, = N¢ exp B —

_ N ex —(Er — Ey)
Po v €Xp —KT

. x /
Con: Ny =2 (ZmZZKT)WZ y Ny =2 (anirlngT)3 2
_(EC B EFi)]

n; = N¢ exp [ KT

pi = Ny exp KT

—(Ep, - EV)]

—E
= (e (252)

Ep — Ep,
nyg = n; exp [T

EFL' - EF]

1 1 Ny 3 m*,
EFi = E(EC + EV) +§KT Ln (N—C) = Emidgap +ZKT Ln m

*
n

- Densidad de corriente:
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